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1

Inventia se referd la un procedeu de preparare a
straturilor fotosensibile de sulfurd de cadmiu, care
pot fi utilizate in calitate de componente pentru
aparate optoelectronice ce functioneazd in gama de
unde scurte.

Procedeul include incdlzirea unui suport din
sticla sau siliciu pind la temperatura de
300...350°C, pulverizarea pe el a unui amestec din
sare de cadmiu si agent complexant in solvent. in
calitate de sare de cadmiu se foloseste Cd(NO3)2, in
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calitate de agent complexant - tiosemicarbazida in
solvent, in cantititi echimolare, iar in calitate de
solvent - dimetilformamidid. Amestecul din
Cd(NO3); si tiosemicarbazida in dimetilformamida
se pulverizeaza la temperatura camerei timp de
40...50s.
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Figuri: 1




10

15

20

25

30

35

40

MD 1792 F1 2001.11.30

Descriere:

Inventia se referd la un procedeu de preparare a straturilor fotosensibile de sulfurd de cadmiu, care pot fi
utilizate in calitate de componente pentru aparate optoelectronice ce functioneazi in gama de unde scurte.

Este cunoscut procedeul de preparare a straturilor de sulfurd de cadmiu prin metoda depunerii chimice
prin scufundare timp de 20 min in amestecul, care contine sare solubild de cadmiu, agent de complexare si
bazi. Insi aceste straturi sunt inaltohmice [1].

Mai este cunoscut procedeul de preparare a straturilor de sulfurd de cadmiu din amestec care contine
sare de cadmiu, agent complexant i amoniac in calitate de solvent [2].

Dezavantajele acestor straturi constau in aceea ¢ grosimea straturilor nu poate fi controlatd, ele se obtin
intr-o perioadd lungd de timp, nu sunt omogene, adica nu poate fi controlata structura straturilor obtinute.

Problema pe care o rezolva prezenta inventie constd in posibilitatea de a controla grosimea si structura
straturilor, micsorarea timpului de depunere, obtinerea unor straturi omogene si stabile.

Procedeul inlaturd dezavantajele mentionate mai sus prin aceea cd include incilzirea unui suport din
sticld sau siliciu pand la temperatura de 300...350°C, pulverizarea pe ¢l a unui amestec din sare de cadmiu
si agent complexant in solvent. in calitate de sare de cadmiu se foloseste Cd(NOs), in calitate de agent
complexant - tiosemicarbazida in solvent, in cantitati echimolare, iar in calitate de solvent - dimetil-
formamidd. Amestecul din Cd(NOs), si tiosemicarbazidd in dimetilformamidd se pulverizeaza la
temperatura camerei timp de 40...50 s.

Rezultatul inventiei constd in obtinerea intr-un timp scurt a unor straturi de sulfurd de cadmiu stabile,
grosimea cdrora poate fi controlata.

Rezultatul obtinut este cauzat de utilizarea azotatului de cadmiu Cd(NOj),, care impreund cu
tiosemicarbazida i cu dimetilformamida formeazi un sistem stabil. La T=290°C solutia pulverizatd se
descompune formand CdS amorf si compusi volatili, iar la temperatura aleasa T=300...350°C structurile
devin policristaline de modificare cubicd (200). Efectul de luminescentd observat denotd stabilitatea
straturilor si prezenta unor structuri cristaline insulare, ceea ce se vede din spectrele de fotoluminescentd a
straturilor de CdS prezentate in fig. 1. Curba 1 reprezintd fotoluminescenta straturilor de CdS la
temperatura camerei, iar curba 2 - fotoluminescenta la temperaturi 80K. Utilizarea dimetilformamidei in
calitate de solvent permite obtinerea unor structuri omogene de sulfurd de cadmiu, deoarece
dimetilformamida are viscozitate mare si se evapora la temperaturi inalte.

Exemple de realizare a inventiei

1. Pe suportul din sticla sau siliciu incalzit pand la T=350°C se pulverizeaza timp de 50 s o solutie de
dimetilformamida care contine Cd(NOs), (0,05 mol/L) si tiosemicarbazidd de aceeasi concentratie. Ca
rezultat pe suport se formeaza un strat de sulfurd de cadmiu cu grosimea de 90 nm.

2. Pe suportul din sticld sau siliciu Incélzit pand la T=300°C se pulverizeazi timp de 45 s o solutie de
dimetilformamida care contine Cd(NOs)2 (0,05 mol/L) si tiosemicarbazidd de aceeasi concentratie. Ca
rezultat pe suport se formeazad un strat de sulfurd de cadmiu cu grosimea de 75 nm.

Aceste straturi pot fi larg utilizate in aparate optoelectronice.
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(57) Revendicare:

Procedeu de preparare a straturilor de sulfurd de cadmiu, in care se incdlzeste un suport din sticla
sau siliciu, apoi pe el se pulverizeazd un amestec din sare de cadmiu §i agent complexant in solvent,
caracterizat prin aceea ci in calitate de sare de cadmiu se foloseste Cd(NOs),, iar in calitate de agent
complexant - tiosemicarbazidd in solvent, in cantititi echimolare, in calitate de solvent se utilizeaza
dimetilformamida, suportul din sticld sau siliciu se incdlzeste pand la temperatura de 300...350°C, iar
amestecul din Cd(NOs3); si tiosemicarbazida in dimetilformamida se pulverizeazi la temperatura camerei
timp de 40...50 s.
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